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TE L E F “ “ K E " Germanium-Dioden

Typeniibersicht
Ur le Ik
Anwendung Typ bei Up =1V | bei Ugr =10 V |Seite
\'
mA nA

HF-Diode AA 111 30 85> 5 5<25 25
HF-Diodenpaar 2XAA 111 25
HF-Diode AA 112 15 1m> 6 12 < 40 31
HF-Diodenpaar 2XAA 112 31
HF-Diode AA 113 60 8> 4 7<25 37
HF-Diodenpaar 2XAA 113 ' 37
Universal-Diode AA 117 90 7 4 43
Universal-Diode AA 118 90 9.5 25 49
Universal-Diode AA 132 100 6> 4 6 <15 55
Universal-Diode AA 133 130 6> 4 6 < 15 61
Universal-Diode AA 134 55 6> 4 15 < 40 &7
Universal-Fléchen-Diode AA 135 20 =200 35 <2 73
Universal-Fléchen-Diode AA 136 50 =200 25 <10 79
HF-Diode AA 137 30 12> 6 13 <100 85
HF-Diode AA 138 15 12> 6 18 <100 87
Dioden-Quartett AAY 18 50 6> 4 10 < 40 89
Schalt-Diode AAZ 10 25 n> 6 13 < 40 97
Dioden-Quartett AAZ 14 25 103
in Ringschaltung

Universal-Diode OA 150 100 6> 4 8 <25 107
Dioden-Quartett OA 154 Q 50 6> 4 10 < 40 89
FS-Regelspannungs-Diode OA 159 30 12> 6 12 <100 113
FS-Demodulator-Diode OA 160 15 12> 6 18 <100 119
Universal-Diode OA 161 130 55 >25 8 <25 125
Diodenpaar OA 172 30 85> 5 5<25 131
Universal-Diode OA 174 55 65> 4 15 < 40 137
Golddraht-Diode OA 180 20 = 200 3I<2 143
Universal-Flachen-Diode OA 182 80 = 180 25< 6 149
Dioden-Quartett OA 182B 65 155
in Brickenschaltung

Dioden-Quartett OA 182R 65 157
in Ringschaltung

Tunnel-Diode AE 100 lp=1mA | Ip/ly =65 —R =100 Q 105

Datenangaben fir Einzeldioden
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Silizium-Dioden

Typeniibersicht

TELEFUNKEN

Silizium-Kapazitéts-Variations-Dioden

Typ Cr Anwendung Seite
BA 101 10...25pF beiUgr =10V Nachstimmung im UKW-Tuner 159
BA 121 8..12pF beilr = 2V Nachstimmung im UHF- und VHF-Tuner 161
BA 124 45..65pF beiUg = 2V Abstimm- und Nachstimm-Diode 163
BAY 70 4. 6pF beiUp= 2V Abstimm- und Nachstimm-Diode 187
Silizium-Universal-Dioden

Ur o Ur R Ir .
Typ bei Ir = 50 mA bei Ur =10 V bei U Seite

v v nA €l URmax.
BAY 14 450 082 < 1 5 <1000 0,01 < 25 pA 165
BAY 15 600 082 < 1 6 <1000 002 < 4pA 167
BAY 16 700 082 < 1 7 <1000 0075 < 6 pA 169
BAY 67 30 08 <09 4,5 < 100 nA 171
OA 127 18 084 <1,1 1 < 100 2,5 < 500 nA 209
OA 128 30 084 <1, 1 < 100 3 < 500 nA 21
OA 129 65 084 <1, 2 < 100 6 < 500 nA 213
OA 130 120 084 <11 4 < 100 15 < 500 nA 215
OA 131 200 084 <1, 6 < 500 40 <1000 nA 217
OA 132 280 084 <1, 8 < 750 50 <1500 nA 219
Silizium-Schalt-Dioden

U Ur Ir ter

R bei I =100 mA | bei Ur =10 V| Ir=10mA, Ur =6V .

Typ RL = 1000 Seite

\' \ nA ns
BAY 68 30 <1 75 < 175
BAY 69 50 <1 5 < 181




TELEFUNKEN  siiium-pioden

Typenibersicht

Zener-Dioden

Typ Uz "z 2 bei tam: v= 45°C | Seite

v Q mA mW

BZY 14 5,6 25 50 400 191
BZY 15 68 14 50 400 191
BZY 16 8,2 1,2 50 400 191
BZY 17 10 2,2 50 400 191
BZY 18 12 4 50 400 191
BZY 19 15 75 50 400 191
BZY 20 18 12 50 400 191
BZY 21 22 20 50 400 191
BZY 871) 0,7 8 5 200 201
OA 126/5 5 105 3 250 203
OA 126/6 é 60 3 250 203
OA 126/7 7 9 3 250 203
OA 126/8 8 35 3 250 203
OA 126/9 9 6,5 3 250 203
OA 126/10 10 10 3 250 203
OA 126/11 1 15 3 250 203
OA 126/12 12 21 3 250 203
OA 126/14 14 32 3 250 203
OA 126/18 18 50 3 250 203

1) BZY 87 ist eine in DurchlaBrichtung betriebene Diode. Anstelle Uz, rz, Iz gilt hier U, rg, g
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Zener-Dioden nach internationalen Reihen

10

Typ Uz "z 'z bei ta,.,:v= 45°C | Seite
\' Q mA mW
BZY 85/C 4V7 47 50 5 250 197
BZY 85/C5V1 5 3 5 250 197
BZY 85/C 5V6 56 32 5 250 197
BZY 85/C 6V2 62 16 5 250 197
BZY 85/C 6V8 68 45 5 250 197
BZY 85/C7V5 75 2 5 250 197
BZY 85/C 8V2 82 28 5 250 197
BZY 85/C9V1 9,1 47 5 250 197
BZY 85/C 10 10 7 5 250 197
BZY 85/C11 1 10,5 5 250 197
BZY 85/C12 12 15 5 250 197
BZY 85/C13 135 20 5 250 197
BZY 85/C15 15 25 5 250 197
BZY 85/C16 16,5 30 5 250 197
BZY 85/C18 18 35 5 250 197
BZY 85/C 20 20 40 5 250 197
BZY 85/D 4V7 47 50 5 250 199
BZY 85/D 5V6 56 32 5 250 199
BZY 85/D 6V8 68 45 5 250 199
BZY 85/D 8V2 8.2 28 5 250 199
BZY 85/D 10 10 7 5 250 199
BZY 85/D 12 12 15 5 250 199
BZY 85/D 15 15 25 5 250 199
BZY 85/D 18 18 35 5 250 199
2\
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TELEFUNKEN

Erléuterungen zu den technischen Daten

1.

Beschreibung

Halbleiterdioden sind elekirische Ventile. Ihr Widerstand ist in einer Richtung (Sperr-
richtung) um einige Zenerpotenzen grdfier cls in der anderen Richtung (Durchlaf3-
richtung).

1.1. Die Strom-Spannungs-Kennlinie der Dioden unterteilt man in mehrere Bereiche:

S

~
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<>
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a) DurchlaBgebiet (FluBrichtung): Durch geringe Spannungserhdhung wird der Strom
in DurchlaBrichtung stark erh&ht.

b) Nullpunkigebiet: Bereich der Strom-Spannungs-Kennlinie in Sperr- und Durchlaf3-
richtung in der Né&he des Nullpunktes.

c) Sperrgebiet: Dieses ist der Bereich der Kennlinie in Sperrichtung, wo ein Span-
nungsanstieg keinen nennenswerten Stromanstieg zur Folge hat.

d) Durchbruchgebiet: Hier wird durch eine sehr geringe Spannungserh8hung ein
steiler Stromanstieg in Sperrichtung hervorgerufen.

1.2. Durch das gute Richtverhdlinis (Sperrstrom zu Durchlastrom) eignen sich Halbleiter-

dioden vorziiglich zur Gleichrichtung von Wechselspannungen.

Germanium-Spitzendioden (Punki-Kontakt-Dioden) kénnen durch die geringe Ka-
pazitét bis zu hohen Frequenzen als Demodulator, Mischer usw. eingesetzt werden.

Silizium-Dioden zeichnen sich durch sehr geringe Sperrstrome aus. Da bei Silizium-
Dioden aufgrund der Materialeigenschaften des Siliziums hdhere Sperrschichttempe-
raturen zuldssig sind, liegt auch die max. Verlustleistung hdher als bei vergleichbaren
Germanium-Dioden. Bestimmte Silizium-Dioden - sogenannte Zener-Dioden - kén-
nen, wenn sie im Durchbruch betrieben werden, zur Spannungsstabilisierung verwen-
det werden.

o162
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TELEFUNKEN

Tunnel-Dioden

Die Strom-Spannungs-Kennlinie hat im Durchlaf3gebiet ein Strommaximum lp, das in
einen fallenden Kennlinienteil ibergeht. Nach Durchlaufen eines Stromminimums ly

geht die Kennlinie in eine normale Durchla3kennlinie Uber. Tunnel-Dioden sind durch
den negativen Widerstand im fallenden Kennlinienteil gut als Oszillator und Ver-
stérkerelemente bis zu einigen GHz sowie als sehr schnelle Schalter geeignet.

AnschluBkennzeichnung
Bei Dioden im Glasgehduse ist die Kathodenseite mit einem Strich oder Ring gekenn-

zeichnet. Kk Aa
4 n ’

Fir Dioden in Metallgeh&usen ist der Kathodenanschlu3 in den Datenbléttern an-
gegeben.

Technische Daten

. Abmessungen

3.2,

33.

34.

3.5

b

Die angegebenen Geh&useabmessungen stellen Maximalwerte dar. Die Angaben
zur Anschluf3drahtlénge sind, wenn nicht anders angegeben, Minimalmafe.

Grenzdaten

Die Grenzwerte sind absolute Maximalwerte (absolute maximum ratings); sie definie-
ren die Grenzen des Bauelements. Diese Werte dirfen unabhéngig voneinander
unter keinen Umstdnden Uberschritten werden.

Statische Kenndaten

Die statischen Kennwerte beschreiben das Gleichstromverhalten der Dioden. Sie sind
bezogen auf eine Temperatur oder in Abhéngigkeit von der Temperatur angegeben.

Dynamische Kenndaten

Die dynamischen Kennwerte geben Aufschluf3 ber das Schaltverhalten der Dioden
und Uber das Verhalten bei HF-Betrieb. Hierzu werden Mefschaltungen und die
Dioden charakterisierende Betriebsbedingungen angegeben.

Kennlinien

Neben den statischen und dynamischen Daten, welche bestimmie Kennlinienpunkte
bzw. Betriebszustdnde charakterisieren, sind die Eigenschaften der Dioden durch
Kennlinienscharen erldutert. Diese Kurvenscharen stellen die typische (mittlere) Ab-
héngigkeit der dargestellten Parameter dar. Zum Teil werden auch die Streugrenzen
angegeben.

12
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Co

Co

Cr

fmox

fe

Bemerkung zu den Streuwerten

Neben den Mittelwerten ist in den Daten oft auch die Streuung einer Mef3grdfie
angegeben. 959, der lieferung liegen innerhalb der angegebenen Streugrenzen.

Die angegebenen Kurvenscharen sind durch Streukurven ergdnzt. Die Streukurven
geben, bezogen auf 95 %, der Lieferung, den Streubereich der betreffenden Gréf3e an.

Bei neueren Angaben werden auch die allgemein gebré&uchlichen 2 5-Grenzen ein-
getragen.

Erkldrungen der Begriffe und Symbole

Diodenkapazitdt ist die gesamte Kapazitét, die sich aus der Gehduse-
kapazitat Cg und der Sperrschichtkapazitat Cr zu-
sammensetzi.

Gehdusekapazitdt enthélt im wesentlichen die Kapazitét der Zuleitun-

Sperrschichtkapazitdt

DurchlaBrichtung
Ur, ur, U, ug, IF, i, )
I, it, RF, rr, Ry, rf

Maximale
Schwingfrequenz

Eigenresonanzfrequenz

DurchlaBstrom

DurchlaBstrom

gen im Gehduse ohne Kristall. Sie wird unmittelbar
am Gehd&use gemessen.

Kapazitét zwischen den beiden an die Sperrschicht
eines pn-Uberganges angrenzenden Bereichen. Sie
nimmt mit steigender Sperrspannung ab.

Die Stromrichtung der Diode mit kleinerem Wider-

Kathode Anode

- [l +
stand. Hierfiir erhélt die Anode positives Potential
gegeniiber der Kathode.
ist die maximal erreichbare Schwingfrequenz; bei

Tunneldioden definiert als die Frequenz, bei welcher
der Realteil der Impedanz Null wird. Es gilt:

1 .1/1=RI 1
2-n-Cy-| —R| Rs

fmc:x =

ist die Frequenz, bei der der Imaginérteil der Tunnel-
diodenimpedanz Null wird. Als Beziehung gilt:

£ = 1 . 1 1

2:n Lls-Cv~ (I —R|-Cy2
Augenblickswert des Diodenstromes
in Durchlaf3richtung.

Gleich- oder Effektivwert des in Durchlaf3richtung
flieBenden Diodenstromes.

13
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IFm Spitzenstrom

iFs StoBstrom

lo Richtstrom

Ip Hockerstrom

Ip/ly Stromverhalinis

IR Sperrstrom

ly Talstrom

1z Zenerstrom

izZM Zener-Spitzenstrom

der Scheitelwert des Durchlaf3stromes bei sinusférmi-

S ¥ I /
% IF IFM \ﬁ \u
< () (Upp! (lig)
A | N
— mit Signal

ohne Signal f——

ger (f = 25Hz) oder nicht sinusférmiger Aussteue-
rung (tp/T £ 0,5, f = 25Hz).

ist der maximal zuléssige Uberlastungs-Stromstof in
Durchlaf3richtung. Er ist kein Betriebswert und nur fir
eine begrenzte Anzahl kurzzeitiger Belastungen (Ein-
und Ausschaltstéfle) zugelassen. Hierbei kénnen
bleibende Anderungen der Kennwerte auftreten.

lrs
(Ups)

6rige

t—
Die Impulsdaver muB} in jedem Fall £ 15 und die

Zeit zwischen zwei aufeinander folgenden Stéf3en
2 2 min. sein.

ist der arithmetische Mittelwert des Durchlaf3stromes
beiGleichrichtung sinusférmigerWechselspannungen.

ist der Maximalwert des Stromes einer Tunnel-Diode
vor dem fallenden Kennlinienteil.

gibt das Verhdltnis von Héckerstrom Ip zu Talstrom ly
einer Tunnel-Diode an.

ist der in Sperrichtung einer Diode flieBende Strom.

ist der Minimalwert des Stromes einer Tunnel-Diode
nach dem fallenden Kennlinienteil.

ist der Gleich- oder Effektivwert eines Stromes in
Sperrichtung bei Silizium-Dioden im Zenergebiet
(Steilanstieg des Sperrstromes durch geringe Span-
nungserhdhung).

ist der Scheitelwert bzw. die Amplitude des Zener-
stromes.

14
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Pv

b

R4

Rr

e

Re

e

Zuleitungs-Induktivitéit

Verlustleistung

Sperrichtung

UR, ur, Ur, ur, Ig, iR,
II'I ir: RR, IR, Rl’l e

Negativer Widerstand

Bahnwiderstand
Dampfungswiderstand

DurchlaBwiderstand

Differentieller
DurchlaBwiderstand

Sperrwiderstand

Differentieller
Sperrwiderstand

ist die Induktivitdt des Diodensystems. Sie wird an
den Anschlufidrdhten in der N&he des Gehé&uses ge-
messen.

ist die im Diodensystem in Wé&rme umgesetzte elek-
trische Leistung. Die fir die Belastung einer Diode
zul@ssigen Verlustleistungen sind von der Betriebs-
temperatur abhdngig:

timax — tcase

timax — tamb d
RihG

Py = Rihu
Die Stromrichtung der Diode mit gréf3erem Wider-

Kathode Anode

+—ill— -
stand. Hierfir erhélt die Anode negatives Potential
gegeniber der Kathode.

ist der Widerstand einer Tunnel-Diode im steilsten
Teil der negativen Kennlinie zwischen dem Hocker-
strom Ip und dem Talstrom ly.

ist der Widerstand des Halbleitermaterials zwischen
der Sperrschicht und den Elektrodenanschliissen.

ist der bei HF-Gleichrichtung durch die Diode am
Schwingkreis bewirkte Parallelwiderstand.

ist der sich aus dem Verhdlinis von Gleichspannung
und Gleichstrom in Durchlafirichtung ergebende
Widerstand.

ist der Widerstand fir kleine Wechselspannungen
bzw. Wechselstréme fiir einen Punkt der Kennlinie in
Durchlafirichtung. Der Widerstand ergibt sich aus
der Neigung der Tangente in diesem Punkt.

ist der sich aus dem Verhdlinis von Gleichspannung
und Gleichstrom in Sperrichtung ergebende Wider-
stand.

ist der Widerstand fir kleine Wechselspannungen
bzw. Wechselstrédme fiir einen Punki der Kennlinie in
Sperrichtung. Er ergibt sich aus der Neigung der
Tangente in diesem Punkt.

AN

D

\V4
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Rih

RihG

Rthu

Tz

Yzth

tamb
Bu

fuvmax

Warmewiderstand

Wairmewiderstand

Waidrmewiderstand

Zenerwiderstand

Zenerwiderstand

Periodendaver

Umgebungs-Temperatur

max. zuldssige
Integrationszeit

verursacht ein Temperaturgefdlle zwischen der Sperr-
schicht (Wéarmequelle) und dem gewdhlten Bezugs-
punkt. Er setzt sich aus mehreren inneren und Gufie-
ren Wérmeibergangswiderstéinden zusammen.

ist der Ubergangswiderstand zwischen Sperrschicht
und Gehduse. Er bezieht sich auf unendlich gute
Warmeableitung vom Gehéuse, d.h. Warmewider-
stand zwischen Gehduse und Umgebung = Null.

ist der Ubergangswiderstand zwischen Sperrschicht
und umgebender ruhender Luft.

ist der ohmsche Anteil des differentiellen Widerstan-
des eines Punktes der Sperrkennlinie einer Zener-
diode im erlaubten Arbeitsbereich. Der ohmsche
Anteil des Zenerwiderstandes ist fir das Verhalten
der Diode bei kurzzeitigen Anderungen mafigebend.

ist der thermische Anteil des Zenerwiderstandes. Er
ist auf die thermischen Eigenschaften der Diode
zuriickzufGhren und gibt das Verhalten bei lang-
samen Belastungsénderungen an.

rzth = Uz?- Rin - Tk

ist die Gesamtzeit einer Schwingung oder bei nicht

r

sinusformigen, sich periodisch wiederholenden Vor-
géngen die Einschaltzeit plus der Pause.

ist die Temperatur unmittelbar unterhalb der Diode,
wenn diese in ruhender Luft frei an den Anschluf3-
drdhten gehalten ist. (Hierbei wird die Diode nur
durch die natiirliche Konvektion der Luft gekihlt.)

Der innerhalb eines jeden Zeitintervalls von der
Daver tavmax gebildete arithmetische Mittelwert
(Gleichwert) eines Stromes bzw. einer Spannung be-
liebiger Kurvenform darf den in den Grenzwerten
angegebenen maximal zul&ssigen Gleichstrom bzw.
Gleichspannungswert nicht iiberschreiten. Unabhén-
gig davon ist zu beachten, daf3 der Augenblickswert
von Strom oder Spannung hdchstens gleich dem an-

gegebenen maximal zuldssigen Scheitelwert sein
darf.

16
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tcase
i}

b

Tk

Gehduse-Temperatur

Vorwaértserholungszeit

Sperrschicht-Temperatur

Temperatur-Koéffizient

Impulsdaver

Rickwiértserholungszeit

ist die Temperatur der Gehduseoberfléche oder der
Befestigungsfléche des Gehduses.

(Durchlaflverzégerungszeit) ist die Zeit, die eine
Diode benétigt, um beim Umschalten von Null oder
aus dem Sperrzustand heraus den Durchlaf3zustand

zu erreichen, Die Bedingungen des Sperr- und Durch-
laBBzustandes, auf die sich die Vorwartserholungszeit
bezieht, werden mit angegeben.

ist die Temperatur am pn-Ubergang (Sperrschicht)
einer Diode.

gibt die Temperatur-Abhé&ngigkeit der Stréme und
Spannungen einer Diode, bezogen auf eine Tempe-
ratur, an. Im Durchbruchgebiet der Zenerdioden ist
der Temperatur-Koéffizient eine Funktion der Zener-
spannung (Durchbruchspannung).

‘—tpﬁ ‘—[pﬁ
(Sperrverzégerungszeit) ist die Zeit, die eine Diode

bendtigt, um beim Umschalten aus dem Durchlaf3-
zustand heraus den Sperrzustand zu erreichen. Die

1

Bedingungen des Durchlaf3- und Sperrzustandes, auf
die sich die Riickwartserholungszeit bezieht, werden
angegeben.

A

<
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l'stg

Ur

Uo

Up

Ur

Urm

URS

Uy

Uz

Lagertemperatur

DurchlaBspannung

Richtspannung

Hockerspannung

Sperrspannung

Spitzensperrspannung

StoBspannung

Talspannung

Zener-Spannung

Richtwirkungsgrad

ist die Umgebungstemperatur, bis zu welcher die
Dioden in betriebslosem Zustand gelagert werden
kénnen.

ist der Gleich- oder Effektivwert der Spannung in
Durchlaf3richtung.

ist der arithmetische Mittelwert einer gleichgerichte-
ten Spannung.

ist der Wert der Durchla3spannung einer Tunnel-
Diode beim Hdckerstrom.

ist der Gleich- oder Effektivwert der Spannung in
Sperrichtung.

ist der Scheitelwert der Spannung in Sperrichtung.

ist ein maximal zul@ssiger Uberlastungsspannungs-
stof3 in Sperrichtung. Sie ist kein Betriebswert und
nur fir eine begrenzte Anzahl kurzzeitiger Belastun-
gen zugelassen. Hierbei kdnnen bleibende Anderun-
gen der Kennwerte auftreten.

ist die Durchlafispannung einer Tunnel-Diode beim
Talstrom.

ist die Spannung, die an der Zenerdiode anliegt,
wenn diese im Durchbruch (Zenergebiet) bei einem
im erlaubten Arbeitsbereich liegenden Strom betrie-
ben wird.

ist das Verhdltnis der Richtspannung zum Scheitel-
wert der Eingangswechselspannung.

18
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Lotvorschrift

Allgemeine Hinweise fir den Einbau

Der Einbau der Dioden in die Schaltung darf nicht in der Néhe von wérmeerzeugen-
den Bauelementen erfolgen. Es empfiehlt sich, die Anschluf3dréhte der Dioden még-
lichst lang zu lassen und die Létstellen an das Ende der Dréhte zu legen. Die An-
schluBdréhte dirfen erst in einem Abstand von = 1,5 mm vom Gehd&useboden
entfernt gebogen werden. Dioden miissen auch beim Einléten in die Schaltung gegen
thermische Uberlastung geschiitzt werden. Es missen gegebenenfalls MaBnahmen
fir eine ausreichende Wérmeableitung getroffen werden. Die Gehd&usetemperatur
der Diode darf beim Léten die maximal zulassige Sperrschichttemperatur nur kurz-
zeitig (max.2 Minuten) Gberschreiten. Die angegebenen Létkolben- und Létbadtempe-
raturen sowie Lotzeiten sind Maximalwerte, die in keinem Fall Gberschritten werden
dirfen.

Kolbenltung

Es empfiehlt sich, den Létkolben zu erden. Die Diode kann sonst durch die Netz-
spannung - infolge schlechter Isolation des Létkolbens - zerstort werden.

Lotstelle vom Gehduse

6 Lotzeit
Temperatur des Létkolbens der Diode entfernt zei

245°C min. 1,5mm max. 5s

245°C min.5 mm max.10s

245...400°C min.5 mm max. 5s
Tauchlétung

Létbad-Temperatur < 245 °C

Lotzeit < 5 s

Beim Abknicken der Anschluf3dréhte muf3 der Abstand von Einschmelzung bzw. Ge-
héusekante zur Knickkante mindestens 1,5 mm betragen. Die Lotstelle muf3 ebenfalls
mindestens 1,5 mm von der Gehdusekante entfernt sein. Bei senkrechtem Einbau darf
die Diode nicht mit dem Gehduse auf der Schaltungsplatte aufsitzen.

110164
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Kurzzeichen

A a
Co
Co
CL
Cr
Cv

Anode
Diodenkapazitét
Gehéusekapazitét
Belastungskapazitdt
Sperrschichtkapazitét

Kapazitét im Talpunkt
der Tunnel-Diode

Rauschzahl, Rauschfaktor
Frequenz

Maximale Schwingfrequenz
Eigenresonanzfrequenz
DurchlaBBstrom

Spitzenstrom in DurchlaBrichtung
(Scheitelwert bzw. Amplitude)

Stof3strom in Durchlafrichtung
(Amplitude)

Richtstrom .
Héckerstrom der Tunnel-Diode

Stromverhdltnis der Tunnel-Diode

Sperrstrom
Talstrom der Tunnel-Diode

Symbols

anode

diode capacitance
case capacitance
load capacitance
junction capacitance

valley point capacitance of
atunnel diode

noise figure

frequency

maximum frequency of oscillation
self-resonant frequency

forward current

peak forward current

forward surge current

average output current
peak point current

current ratio of a tunnel diode

reverse current
valley point current of atunnel diode

Symboles

Anode

Capacité de diode
Capacité de boitier
Capacité de charge
Capacité de jonction

Capacité au point de vallée de la
diode tunnel

Facteur de bruit

Fréquence

Fréquence d'oscillation maximale
Fréquence de résonance propre
Courant direct

Courant direct de créte
(valeur de créte ou amplitude)

Courant surcharge (amplitude)

Courant moyen redressé

Courant de point de créte de la
diode tunnel

Rapport de courant de la diode
tunnel

Courant inverse
Courantde vallée de ladiode tunnel
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Zenerstrom

Zenerspitzenstrom (Amplitude)
Kathode

Gehause-Induktivitat
Serien-Induktivitat
Verlustleistung

Negativer Widerstand im fallenden
Kennlinienteil der Tunnel-Diode

Bahnwiderstand
D&mpfungswiderstand
DurchlafBwiderstand

Differentieller Durchlafwiderstand
Lastwiderstand

Sperrwiderstand

Differentieller Sperrwiderstand
Serienwiderstand

Waérmewiderstand
Sperrschicht-Gehduse

Waérmewiderstand Sperrschicht
umgebende Luft

Zenerwiderstand, ohmscher Anteil
Zenerwiderstand, thermischer Anteil
Periodendaver
Umgebungs-Temperatur
Integrationszeit
Gehduse-Temperatur

Zener current

peak Zener current

cathode

case inductance

series inductance

dissipation

negative resistance of

a tunnel diode

spreading resistance

loss resistance

forward resistance
differential forward resistance
load resistance

reverse resistance
differential reverse resistance
series resistance

thermal resistance between junction
and case

thermal resistance between junction
and ambient air

ohmic Zener resistance
thermal Zener resistance
one cycle

ambient temperature
average time

case temperature

Courant Zener

Courant de créte Zener (amplitude)
Cathode

Inductivité de boitier

Inductivité série

Puissance dissipée

Résistance négative
d’une diode tunnel

Résistance série

Résistance d'amortissement
Résistance directe

Résistance directe différentielle
Résistance de charge
Résistance inverse

Résistance inverse différentielle
Résistance série

Résistance thermique entre jonction
et boitier

Résistance thermique entre jonction
et air ambiant

Résistance ohmique Zener
Résistance thermique Zener
Cycle

Température ambiante
Temps d'intégration
Température de boitier
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tstg, Os
Ur

Uo

Up

URS

Uy
Uz

Vorwartserholungszeit
(Durchlafiverzégerungszeit)

Sperrschichttemperatur
Temperatur-Koeffizient
Impulsdaver

Riickwartserholungszeit
(Sperrverzégerungszeit)

Lagertemperatur
Durchla8spannung
Richtspannung

H&ckerspannung der Tunnel-Diode

Sperrspannung
Spiizensperrspannung
(Scheitelwert bzw. Amplitude)

Stofspannung
(Amplitude des Sperrspannungsstofies)

Talspannung der Tunnel-Diode
Zener-Spannung

Richtwirkungsgrad

forward recovery time

junction temperature
temperature coefficient
pulse duration time

reverse recovery time

storage temperature
forward voltage
average output voltage

peak point voltage

reverse voltage

peak reverse voltage
reverse surge voltage

valley point voltage
Zener voltage

rectification efficiency

Temps de recouvrement direct

Température de jonction
Coefficient de température
Durée d'impulsion

Temps de recouvrement inverse
(Temps de retard du blocage)

Température de stockage
Tension directe
Tension redressée

Tension de point de créte de la
diode tunnel

Tension inverse

Tension inverse de créte
(valeur de créte ou amplitude)

Tension de surcharge (amplitude
de I'impulsion de blocage)

Tension de vallée de ladiode tunnel
Tension Zener

Efficacité de redressement
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TELEFUNKEN

Germanium-Spitzendiode mit kleiner dynamischer Kapazitét

fir Demodulatorschaltungen.

2XAA 111 Diodenpaar fiir Diskriminator- und Ratiodetektor-Schaltungen

bei f = 5,5 MHz.

010164

Gewicht: max.0,5g

°C

mA
mA
mA

mA
mW
°C
°C

Abmessungen
Mafle in mm
74
r 379 0459
D .
1
68*2
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 60
Sperrspannung Ur 30 30
Spitzensperrspannung Urm 40 40
Richtstrom bei Urm lo 4 1,5
Durchlaf3strom Ig 10 5
Spitzenstrom lrm 10 10
Stof3spannung URS 50 50
Stof3strom iFs 50 50
Verlustleistung bei taqmb = 45°C Pv 100
Sperrschichttemperatur ti +100
Lagertemperatur tsig —50...+100
AN\
<)
AV g

25




TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb
DurchlaB3spannung, If = 0,1 mA Ur
Durchla8spannung, If = 1mA Ur
DurchlaBspannung, If = 10 mA Ur
Sperrstrom, U = 3V IR
Sperrstrom, Up = 10V IR
Sperrstrom, Ugr = 30V IR
Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb
Kapazitatsénderung AC

wenn die Eingangsspannung unr, f = 5,5 MHz
so variiert wird, daf3 Uo von 0,75V auf 3V ansteigt

AA 111

Uyr .500,0/" T
-O

Mef3schaltung

O+—
¢
q

25

02
0,4
1< 18
2
5< 25
25 < 200

25
0,14 <0,25

°C

< <

nA
pA
nA

°C

pF

26 \V 4
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TELEFUNKI
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60°C
- - - - Streuwerte

7V

NIXNN4d311l



¥910€0

S
wW

ﬁw& TF 103 TEFUN
[LsA ll'l k.Q IRS/V-B 2085 R
I 6
4 4 p v
/1] i3
2
! [ ’ /V' /1
2 n2 )
103 7 100
6 ll' 6 P
4 ’V / 4 D3
2 / / 2 L
/ M
10! / 107 )
If’IR 8 — i Rf’kk 8 —
1 H = \
4 /T R 4 1 \
, 2T/ , \
) f MR
109 1 109 \ \
8 / =i 8 N
6 5 - /- 111 6 j‘
# 7 h M VANAVART
7 \
2 2
/‘ A (
101 d / : 10~
072 468100 2 4 681072 4 681022 4 681030/ 072 468100 2 4 68107 2 4 66102 2 4 66109
Uplp———> Upslp ——>
Nullpunktkennlinie Nullpunktwiderstand
Ir = f (Up) Re = f (Ug)
IR = f (Ug) Rr = f (Ug)
fqmb = 25°C
===~ tamb = 60°C

NIXNNd43731



TELEFUNKEN

2 TELEFUNKEN|

‘
0 =1V T

Up=30V =]

°
0 0 % Ww s 0 W a0 ¢

lamp ——— >
Mittlere Temperaturabhdngigkeit

Ir, IR = f (tamb)
U, Ur Parameter
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TELEFUNKEN

Germanium-Spitzendiode fiir niederohmige Demodulatorschaltungen.
2X AA 112 Diodenpaar fiir niederohmige Diskriminator- und
Ratiodetektor-Schaltungen.
Abmessungen
MafBle in mm
7
r 262 05°
- £
1
. 68+715 Gewicht: max. 0,3 g
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 60 °C
Sperrspannung Ur 15 15 v
Spitzensperrspannung Urm 20 20 \'
Richtstrom bei Urm lo 24 127) mA
Durchlaf3strom 13 30 15 mA
Spitzenstrom ) 45 45 mA
Stof3spannung URS 25 25 \'
Stof3strom irs 200 100 mA
Verlustleistung bei tqmb = 45°C Py 110 mW
Sperrschichttemperatur ti +100 °C
Lagertemperatur tstg —50... +100 °C
Ntgy S 50 ms
A\

010164 <@>
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb 25
Durchlaspannung, lf = 0,1 mA Ur 0,22
DurchlaBBspannung, I = 10 mA Ur 095 < 1,5
Durchlafspannung, I = 20 mA Ur 13
Sperrstrom, U = 1,5V IR 25
Sperrstrom, Up = 10V IR 12 < 40
Sperrstrom, Up = 15V IR 22

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25

Kapazitdtsdnderung AC 0,12 <0,25
wenn die Eingangsspannung unf, f = 10,7 MHz
so variiert wird, da3 Uo von 0,75V auf 3V ansteigt

AATI2
o—i«¢ I * o)

|

°C

< <

nA

°C

pF

Upr mpr 2042 Uy
. G !
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TELEFUNKEN

Germanium-Spitzendiode fiir hochohmige Demodulatorschaltungen.

Ratiodetektor-Schaltungen.

Abmessungen

Maf3e in mm

Grenzdaten

bei Umgebungstemperatur

Sperrspannung
Spitzensperrspannung
Richtstrom bei Urm
Durchlaf3strom
Spitzenstrom
Stof3spannung
Stof3strom

Verlustleistung bei tamb = 45°C
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

tamb

fsig

010164

2XAA 113 Diodenpaar fiir hochohmige Diskriminator- und

059
Gewicht: max.0,3 g
25 60 °C
60 55 \'
é5 40 v
10 4 mA
25 10 mA
50 20 mA
70 70 \'
100 50 mA
110 mwW
+100 °C
—50...4+100 °C

37




TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb
Durchlaf3spannung, [ = 0,1 mA Ur
Durchlaf3spannung, I = 10 mA Ur
Durchlaf3spannung, I = 20 mA Ur
Sperrstrom, Ug = 3V Ir
Sperrstrom, Ug = 30V Ir
Sperrstrom, Ugr = 60V IR

Dynamische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb

Kapazitatséinderung AC
wenn die Eingangsspannung unf, f = 10,7 MHz
so variiert wird, daf3 Uo von 0,75V auf 3V ansteigt

AA 113
S A S
Uyr mp/l- 2042 1|/0
| T |

O

O— g *

Mef3schaltung

25

0,2
11< 16
14
35
30 < 120
180 < 500

25
0,08 <0,18

°C

<

535

°C

pF
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TELEFUNKEN

Germanium-Spitzendiode
Universaldiode fiir hohe Sperrspannungen
Abmessungen
Mafle in mm
7
r | 2,6¢ 0,5¢
1= £
-
6875 Gewicht: max.0,3 g
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 75 °C
Sperrspannung Ur 90 75 \
Spitzensperrspannung Urm 115 100 v
Richtstrom bei U =0V lo 50 171) mA
Richtstrom bei Upm lo 15 51) mA
Spitzenstrom IFrM 150 150 mA
Stof3strom iFs 500 500 mA
Lagertemperatur tstg —55...+75 °C
1) tay < 50 ms
Statische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 °C
Durchla3spannung, If = 0,1 mA Uk 0,18 v
Durchlaf3spannung, If = 10 mA Ur 1,2 \"
Durchlaspannung, I = 30 mA Ur 21 \"
Sperrstrom, Ur = 1,5V IR 2,5 pA
Sperrstrom, Ug = 10V IR 4 pA
Sperrstrom, Ur = 75V Ir 40 A
Sperrstrom, Ug =100V IR 80 A
AN\
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TELEFUNKEN

60 TELEFUNKEN
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Zuldssiger Richtstrom bei Gleichrichtung sinusférmiger Wechselspannung
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tamb
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f (Urm)
Parameter







TELEFUNKEN

Germanium-Spitzendiode
Universaldiode fir hohe Sperrspannungen
Abmessungen
Mafle in mm
7
r 26 1] 05 ]
D <
K]
L 68+15 Gewicht: max.0,3 g
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 75 °C
Sperrspannung Ur 90 75 v
Spitzensperrspannung Urm 115 100 \"
Richtstrom bei Up =0V lo 50 177) mA
Richtstrom bei Upm lo 15 51) mA
Spitzenstrom IrM 150 150 mA
Stof3strom iFs 500 500 mA
Lagertemperatur tstg —55...+75 °C
) tqy S 50ms
Statische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 oC
Durchlaspannung, If = 0,1 mA Ur 0,18 v
DurchlaBspannung, If = 10 mA Uk 1,05 v
Durchlaf3spannung, If = 30 mA Ur 185 "
Sperrstrom, Up = 1,5V IR 1,2 pA
Sperrstrom, U = 10V IR 2,5 pA
Sperrstrom, Up = 75V IR 35 nA
Sperrstrom, Ur =100V IR 75 pA
2\
ED
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TELEFUNKEN

60 TELEFUNKEN
mA R&/V-B 2433 R|
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Zuléssiger Richtstrom bei Gleichrichtung sinusférmiger Wechselspannung

f (Urm)
Parameter
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TELEFUNKEN

Germanium-Spitzendiode, Universaldiode mit hoher Sperrspannung.

Abmessungen
Mafle in mm

Gewicht: max. 0,3 g

7

l‘ I 26 ] 05 ]

= -

6875

Grenzdaten

bei Umgebungstemperatur tamb 25 60
Sperrspannung Ur 100 90
Spitzensperrspannung Urm 110 100
Richtstrom bei Ur = 0 lo 50 25
Richtstrom bei Upm lo 15 7
Durchlaf3strom Ig 50 20
Spitzenstrom lem 150 80
Stofispannung URS 120 110
Stof3strom iFs 500 500
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 135
Sperrschichitemperatur ti -+100
Lagertemperatur tstg —50...+100

010165
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mA
mA
mA
mA

mA
mW
°C
°C

55



TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur

Durchlaspannung, I = 0,1 mA
DurchlaBBspannung, If = 10 mA
DurchlaBBspannung, If = 50 mA
Sperrstrom, U = 3V
Sperrstrom, Up = 10V
Sperrstrom, Ur = 60V
Sperrstrom, Up =100V

tamb

25

0,17
135 < 1,8
3,2
4
6< 15
38 < 120
130

°C

335 % < <<
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TELEFUNKEN

Germanium-Spitzendiode, Universaldiode mit hoher Sperrspannung.

Abmessungen
Mafle in mm

6875 Gewicht: max.0,3 g
Grenzdaten

bei Umgebungstemperatur tamb 25 60 °C
Sperrspannung Ur 130 100 \"
Spitzensperrspannung Urm 140 110 \'
Richtstrom bei Up = 0 lo 50 25 mA
Richtstrom bei Upm lo 12 5 mA
Durchlaf3sirom Ig 50 20 mA
Spitzenstrom Irm 150 80 mA
Stoflspannung URS 150 120 \'
Stof3strom iFs 500 500 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 135 mW
Sperrschichttemperatur t +100 °C
Lagertemperatur tstg —50...+100 °C

dip

QJEUNL S
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur

Durchlaf3spannung, If = 0,1 mA
Durchlaflspannung, If = 10 mA
Durchlaf3spannung, If = 50 mA
Sperrstrom, Up = 3V
Sperrstrom, Up = 10V
Sperrstrom, Ug = 100V
Sperrstrom, Up = 130V

62

tamb

25

0,17
135 < 18
3,2

4

6< 15
55 < 180
110

°C

< <

pA
nA
pA
nA
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TELEFUNKEN

Abmessungen
MaBle in mm

Germanium-Spitzendiode, Universaldiode mit mittlerer Sperrspannung.

7
r I 26 o} 05 ]
- <
1
68+75
Grenzdaten

bei Umgebungstemperatur tamb 25 60
Sperrspannung Ur 55 45
Spitzensperrspannung Urm 70 60
Richtstrom bei Ug = 0 lo 50 25
Richtstrom bei Urm lo 15 7
Durchlaf3strom If 50 20
Spitzenstrom Irm 150 80
Stof3spannung URS 85 75
Stof3strom iFs 500 500
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 135
Sperrschichttemperatur t; +100
Lagertemperatur tstg —50...+100

! Gewicht: max.0,3 g

010165
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur

Durchla3spannung, If = 0,1 mA
Durchlaf3spannung, I = 10 mA
Durchlafspannung, I = 50 mA
Sperrstrom, U = 3V
Sperrstrom, Up = 10V
Sperrstrom, Ug = 50V

tamb

25

0,17
135 < 1,8
32
75
13 < 40
75

°C
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TELEFUNKEN

Germanium-Kleinflachendiode.

Universaldiode mit groBem DurchlaB-zu-Sperrstrom-Verhdiltnis.

Gewicht: max.03 g

°C

<

mA
mA
mA

mA
mW

°C

Abmessungen
Mafle in mm
7
e
68+715
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 60
Sperrspannung Ur 20 20
Spitzensperrspannung Urm 30 30
Richtstrom bei Urm lo 150 80
Durchlaf3strom I 150 100
Spitzenstrom Irm 500 400
Stof3spannung URS 40 35
Stof3strom irs 1000 1000
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 100
Sperrschichttemperatur t +100
Lagertemperatur tsig —50... +100
i
QIERNL)
010165 <

73



TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb 25 °C
DurchlaBspannung, I = 1mA Ur 0,22 v
DurchlaBBspannung, I = 10 mA Ur 0,35 \'
DurchlaBspannung, If = 100 mA Ur 0,55 <0,75 \'
Sperrstrom, Ugr =1,5V Ir 2< 10 pA
Sperrstrom, Ugr = 10V IR 35 nA
Sperrstrom, Ur = 20V Ir 5< 30 pA

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 °C

Sperrschichtkapazitat
bei UR =1V, f = 10 MHz Cr

IA
)

pF
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TELEFUNKEN

Germanium-Kleinflachendiode.

Abmessungen
Mafle in mm

Universaldiode mit groBem DurchlaB-zu-Sperrstrom-Verhdaltnis.

Gewicht: max.03 g

°C

<

mA
mA
mA

mA
mW

°C

4ID-
1
6815
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 60
Sperrspannung Ur 50 50
Spitzensperrspannung Urm 60 40
Richtstrom bei Upm lo 150 80
Durchlaf3strom I 150 100
Spitzenstrom Irm 500 400
Stof3spannung URS 60 60
Stofdstrom iFs 1000 1000
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 100
Sperrschichttemperatur ti +100
Lagertemperatur tstg —50... +100
dip
NESRL
010165 \ V%
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur
Durchlaf3spannung, If= 1mA
Durchlaf3spannung, I = 10 mA
Durchlaf3spannung, If = 100 mA
Sperrstrom, Ur = 1,5V
Sperrstrom, Ugr = 10V
Sperrstrom, Ur = 50V

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur

Sperrschichtkapazitdt
bei Ur =1V, f = 10 MHz

tamb

tamb

Ci

25

0,22

0,35 <045

0,55 <0,85
2

25< 10
6 < 30

25

°C

'§§§<<<

°C

pF
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TELEFUNKEN

Germanium-Spitzendiode, HF-Diode bei f = 39 MHz dynamisch gepriift.
Besonders fiir Regelspannungs-Erzeuger in FS-Gerdten geeignet.

Abmessungen
Mafle in mm

7
l‘ I 2,6¢ 0’5¢
/

010165

4D
=
68+15 Gewicht: max.03 g
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 60 °C
Sperrspannung Ur 30 30 \"
Spitzensperrspannung Urm 40 40 A
Richtstrom bei Upm lo 12 5 mA
Durchlaf3strom I 20 15 mA
Spitzenstrom Irm 25 25 mA
Stof3spannung URS 50 50 v
Stof3strom irs 50 50 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 110 mW
Sperrschichttemperatur t +100 °C
Lagertemperatur tstg —50... +100 °C
AN\
<>
NV g
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur
Durchlaf3spannung, I = 0,1 mA
DurchlaBspannung, [ = 10 mA
DurchlaBBspannung, I = 20 mA
Sperrstrom, U = 3V
Sperrstrom, Ug = 10V
Sperrstrom, Urp = 30V

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur

D&mpfungswiderstand
f=39MHz, uHr = 1 Vest, Uo =1V

tamb

tamb

R4

39 MHz AA137

MeBschaltung

86

25
0,18
09 < 1,5
1,37
35
13 < 100
120
25
> 12

°C

< <

nA

uA

°C

kQ

&




TELEFUNKEN

Abmessungen
Mafle in mm

Germanium-Spitzendiode, HF-Diode bei f = 39 MHz dynamisch gepriift.
Besonders fiir Demodulation in FS-Gerdten geeignet.

Gewicht: max.0,3 g

°C

mA
mA
mA

mA

mW
°oC

7
r 2/655 05 ]
D 2
=
68+75
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 40
Sperrspannung Ur 15 15
Spitzensperrspannung Urm 25 25
Richtstrom bei Upm lo 12 5
Durchlaf3strom I 20 15
Spitzenstrom IFM 25 25
Stof3spannung URS 30 30
Stof3strom iFs 50 50
Verlustleistung bei taqmb = 45°C Py 110
Sperrschichttemperatur ti +100
Lagertemperatur tsig —50... +100
AN
010165 <@>
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb 25
Durchlaf3spannung, If = 0,1 mA Ur 0,18
Durchlaf3spannung, If = 10 mA Ur 09< 15
Durchlaf3spannung, I = 20 mA Ur 1,37
Sperrstrom, Ugr = 1,5V IR 25
Sperrstrom, Up = 10V Ir 18 < 100
Sperrstrom, Ur = 15V Ir 35

Dynamische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb 25

Déampfungswiderstand R4 38
f =39 MHz, uHF = 1Vest, U0 = 0,65V

39 MHz AA138

Mef3schaltung

°C

3535 <<%

°C
kQ




TELEFUNKEN AAY 18

OA 154 Q

Germanium-Spitzendioden-Quartett fiir Ringmodulatoren und Briickenschaltungen.

AAY 18 4 Dioden in einem Kunststoffgehduse.
OA154Q 4 Einzeldioden.
Abmessungen

Mafle in mm 7%
OA154Q l‘— Li

(Einzeldiode) D
1
68%2 Gewicht: max.0,5¢g
AAY 18
0457 775 ™ | 6 |
4 - + &——-T 7
3 + - A gj———o
H o+ Q
2 + - NS gr__o
’ -+ T
| |PX4S e
77 T

4 = } +
3 + >t —
2 T Pt —
7 L Gewicht: max.4g

" N—1
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AAY 18 TELEFUNKEN
OA 154 Q
Grenzdaten fiir Einzeldiode
bei Umgebungstemperatur tamb 25 60 °C
Sperrspannung Ur 50 40 v
Spitzensperrspannung Urm 55 45 \'
Richtstrom bei Urm lo 20 10 mA
Durchlaf3strom Ig 30 20 mA
Spitzenstrom IEM 75 75 mA
Stof3spannung URS 60 50 v
Stofistrom iFs ‘ 500 500 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 100 mW
Sperrschichttemperatur tj +100 °C
Lagertemperatur tstg —50... +100 °C
Statische Kenndaten fiir Einzeldiode
bei Umgebungstemperatur tamb 25 °C
Durchlaf3spannung, I =0,1 mA Ur 0,18 \'
DurchlaB3spannung, If = 1mA Ur 0,4 V‘
DurchlaBBspannung, If = 10 mA Ur 14< 2 v
Sperrstrom, Ug = 5V IR 7< 2 pA
Sperrstrom, U = 10V IR 10 < 40 nA
Sperrstrom, Ur = 40V Ir 30 < 100 nA
Sperrstrom, Ug = 50 V IR 40 pA
A\
<D
90 AV g
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Dynamische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tomb = 25°C

Symmetriebedingungen

Die vier Einzeldioden unterscheiden sich
im Durchlaf3strom I bei Ur = 1V um héchstens 3%, bei Ur = 0,2V um max. 5%.

q 6
|
|
I 7
a 5 B
-—§0-—> | RV
6( : —
|
< # b
ca. 700 kHz —_
O=—p5y—0 =

Mef3schaltung fir Trégerunterdriickung

1...4 Dioden-Quartett (Prifling),
5 Potentiometer, ca. 10...50 @,
6 Kapazitiv-symmetrischer Ubertrager, 600/600 Q, f~50...150 kHz,
7 Selektives Réhrenvoltmeter fir 100 kHz, Démpfung bei = 200 kHz mindestens 6 Neper.

Die Tragerunterdrickung betrdgt ohne zusétzliche Symmetrierungsmittel (a und b kurzgeschlossen)
im Mittel 1:150, bei Einstellung auf das Trdgerrestminimum mittels des Potentiometers im Mittel 1:1000.
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TELEFUNKEN

Germanium-Spitzendiode fiir Einsatz als Schaltdiode in der Elektronik.
Abmessungen
Mafle in mm
7
" | 26 ] 05 ]
<« <
f
68+15 Gewicht: max.0,3 g
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 60 °C
Sperrspannung Ur 25 20 \
Spitzensperrspannung Urm 30 25 \'
Richtstrom bei Upm lo 20 10 mA
Durchlaf3strom I 30 20 mA
Spitzenstrom lm 30 20 mA
Stofdispannung URS 40 30 \'
Stof3strom iFs 50 50 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Pv 80 mW
Sperrschichttemperatur ti +100 °C
Lagertemperatur tstg —50... +100 °C
G
NEUNL)
10164 R 97

Vxzz22222224



TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur
Durchlaf3spannung, If =0,1 mA
Durchlaf3spannung, g = 10 mA
Durchla3spannung, I = 30 mA
Sperrstrom, U =1,5V
Sperrstrom, Up = 10V
Sperrstrom, Ug = 25V

Dynamische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamp = 25°C

Sperrtragheit
Beim Umschalten von If = 30 mA auf Ug = 10V
flieBen in nachstehender MeB3schaltung nach
0,5 pus ein Sperrstrom
3,5 us ein Sperrstrom

AAZTO

Rechteckgenerator Begrenzerdiode

—(H

Z=30mA

Mefschaltung

98

tamb

25

0,22
095 <1,5
1,6
2,5
13 < 40
60

150 < 500
30 < 80

Impulsoszillograph

°C

53
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TELEFUNKEN

Abmessungen
Mafle in mm

Germanium-Dioden-Quartett in einem Kunststoffgehduse. Die Dioden sind fiir
Modulatoren und Demodulatoren in Ringschaltung angeordnet.

<-70*l
7 6 2

7 2

Prinzipschaltbild

Grenzdaten

bei Umgebungstemperatur

Sperrspannung
Spitzensperrspannung
Richtstrom bei Urm
Durchlaf3strom
Spitzenstrom

Verlustleistung bei tqmb = 45°C
Sperrschichttemperatur
Gehéusetemperatur

Lagertemperatur

min. 66

70—Eg—4-—oz

p—-02

tcose

fstg

010164

25

25
30
10
10
15

60

20

25

4

7

10
40
+100
+80

—50...+80

Gewicht: max.2 g

°C

mA
mA
mA

mW
°C
°C
°C

103



TELEFUNKEN

Statische Kenndaten fir Einzeldiode

bei Umgebungstemperatur

Durchlaf3widerstand, Up = 1V

Sperrwiderstand, Ur=10V

Dynamische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur

Tréagerrestddmpfung

”-, 92 ]
|00 I
_ iR 7

tamb

Re
Rp

tamb

25

100 < 145
600 > 300

25

v
o

Sy

AAZ

e————0N 200kHz ——*

_éJfr
71

sl

‘ 502

o—{—1—¢

Pegelmesser
Levelmeter

Try

RC - Generator
R =758 sym.

Mef3schaltung

104

°C

kQ

°C

Neper




TELE

Germanium-Tunnel-Diode.

Abmessungen

Mafle in mm
-
Kathode r

Grenzwerte

Vorléufige technische Daten

mit Gehause verbunden

i+

Q
o 5%
R

| ==

Eigenresonanz =

G~ (I-RI-Cv2

B R VA
2-n Ls

_ i

i - ;
|- cv)z

e
L_ 75 J Gewicht: max.1g

—>|6

Sperrschichttemperatur ti 100
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 20
und Betrieb in ruhender Luft
Statische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25
Héckerstrom Ip 1
Héckerspannung Up 55
Talstrom lv 0,15
Talspannung Uy 300
Hockerstrom/Talstrom Ip/ly 6,5
Negativer Widerstand —R 100
Kapazitdt im Talpunkt Cv 10
Serien Induktivitat Ls 5
Serien Widerstand Rs 1
Ersatzschaltung fir
A S — negativen Bereich
P | der Kennlinie

|

| ;

i Cy R

I, |
g I s
b Y Uep
R B =Rl _y — 14.10°

Grenzfrequenz 2.7.Cy | =R] V Rs 1 1,6 - 107" Hz

=07 -10°Hz

°C
mW

°C

mA
mY
mA
mVY

10164

&

105

10009000000900900090090099575.






TELEFUNKEN

Germanium-Spitzendiode.

Abmessungen

Maf3e in mm

Universaldiode mit hoher Sperrspannung.

r— 74 I 379 0459
D .
"_—T
68+2 Gewicht: max. 0,5 g
Grenzdaten

bei Umgebungstemperatur tamb 25 60 °C
Sperrspannung Ur 100 90 \
Spitzensperrspannung Urm 110 100 v
Richtstrom bei Urm lo 20 10 mA
Durchlaf3strom Ig 35 25 mA
Spitzenstrom IeM 75 75 mA
Stofspannung URS 120 110 \'
Stof3strom iFs 500 500 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 100 mwW
Sperrschichttemperatur ti +100 °C
Lagertemperatur tstg —50...+100 °C

010165

107



TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur

Durchlaf3spannung, Ig = 0,1 mA
Durchla3spannung, I = 10 mA
Durchla3spannung, Ir = 35mA
Sperrstrom, Ur = 10V
Sperrstrom, Ur = 60V
Sperrstrom, Ugp = 100V

108

tamb

Ur

25
0,17
14< 2
28
8< 25
40 < 150

115

°C

< < <

535
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TELEFUNKEN

Germanium-Spitzendiode fiir Regelspannungserzeuger in Fernsehgeréten.

Die Diode wird bei f = 39 MHz dynamisch gepriift.

Abmessungen
Mafle in mm

74
r l 379 0459
G- .
T
68+2
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25
Sperrspannung Ur 30
Spitzensperrspannung Urm 40
Richtstrom bei Urm lo 12
Durchlaf3strom I 20
Spitzenstrom lem 25
Stofispannung URS 50
Stof3strom iFs 50
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 100
Sperrschichttemperatur ti +100
Lagertemperatur tstg —50... +100
AN\

110165

Gewicht: max. 0,5 g

°C

mA
mA
mA

mA
mW
°oC
°C

13

/722222224
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur

Durchlaf3spannung, If = 0,1 mA
Durchlaf3spannung, I = 10 mA
DurchlaBBspannung, Ir = 20 mA
Sperrstrom, Up = 3V
Sperrstrom, Ugr = 10V
Sperrstrom, Up = 30V

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur

D&mpfungswiderstand
f=39MHz, Uo =1V

I Miz 0AT59

tamb

tamb

R4

Mef3schaltung

25
0,18

09 < 15
1,37
35

12 < 100
100

25

> 12

°C

°C
kQ

114
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TELEFUNKEN

Germanium-Spitzendiode fiir Demodulation in Fernsehgeréten.

Die Diode wird bei f = 39 MHz dynamisch gepriift.

Abmessungen
MaBle in mm

74
' 372 045%
/
1

Gewicht: max. 0,5 g

°C

mA
mA
mA

mA
mW
°C
°C

010165

68t2
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 60
Sperrspannung Ur 15 15
Spitzensperrspannung Urm 25 25
Richtstrom bei Ugm lo 12 5
Durchlafistrom I 20 15
Spitzenstrom Irm 25 25
Stofispannung URS 30 30
Stof3strom irs 50 50
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 100
Sperrschichttemperatur t +100
Lagertemperatur tstg —50...4+100
<D
AV 4

19




TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur
Durchlaf3spannung, If = 0,1 mA
DurchlaBspannung, Ir = 10mA
DurchlaBBspannung, I = 20 mA
Sperrstrom, Up = 1,5V
Sperrstrom, Up = 10V
Sperrstrom, Ug = 15V

Dynamische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur

D&mpfungswiderstand
f=39MHz, Uo =065V

tamb 25

Ur 0,18

Ur 09< 1,5
Ur 1,37

Ir 2,5

IR 17 < 100
IR 33

tamb 25

Rda 35..4,1

9MHz  0AT60

Mef3schaltung

120

°C

°C
kQ
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TELEFUNKEN

Germanium-Spitzendiode.

Abmessungen
Mafle in mm

Universaldiode mit hoher Sperrspannung.

Gewicht: max. 0,5 g

°C

mA
mA
mA

mA
mW
°C
°C

74
r 372 0459
D .
1
68+2
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 60
Sperrspannung Ur 130 100
Spitzensperrspannung Urm 140 110
Richtstrom bei Urm lo 20 10
Durchlaf3strom I 35 25
Spitzenstrom lem 75 75
Stofspannung URS 150 120
Stof3strom iFs 500 500
Verlustleistung bei tamb = 45°C Pv 100
Sperrschichttemperatur ti +100
Lagertemperatur tstg —50... +100
S
QIEEEL
010165 \V
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur

Durchlaf3spannung, If = 0,1 mA
Durchla3spannung, If = 10 mA
DurchlaBspannung, If = 35mA
Sperrstrom, U = 10V
Sperrstrom, Ur = 30V
Sperrstrom, Ug = 100V
Sperrstrom, Ugr = 130V

126

tamb
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0,19
14 < 23
2,9
8 < 25
15 < 40
55 < 200
120

°C
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TELEFUNKEN

Germanium-Spitzendiodenpaar mit kleiner dynamischer Kapazitét
fir Diskriminator- und Ratiodetektor-Schaltungen.
Abmessungen
Mafle in mm
74 —
r 379 045%
- .
1
68+2 Gewicht: max.0,5g
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 60 °C
Sperrspannung Ur 30 30 \'/
Spitzensperrspannung Urm 40 40 \
Richtstrom bei Upm lo 4 1,5 mA
Durchlaf3strom Ig 10 5 mA
Spitzenstrom lEm 10 10 mA
Stof3spannung URS 50 50 \'
Stof3strom iFs 50 50 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 100 mW
Sperrschichttemperatur ti -+100 °C
Lagertemperatur tstg —50...+100 °C
10164 < [ >

NV 4 131

/772222



TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb
Durchlaf3spannung, If = 0,1 mA Ur
Durchla3spannung, Ir = 1mA Ur
DurchlaBspannung, I = 10 mA Ur
Sperrstrom, U = 3V IR
Sperrstrom, Ur = 10V IR
Sperrstrom, Ur = 30V Ir

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb
Kapazitétséinderung AC

wenn die Eingangsspannung f = 10,7 MHz
so variiert wird, daf3 Uo von 0,75V auf 3V ansteigt

A2

Mef3schaltung

132

25
0,2
0,37
11< 18

5< 25
25 < 200

25
0,08 <0,12

pF
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TELEFUNKEN

Germanium-Spitzendiode, Universaldiode mit mittlerer Sperrspannung.
Abmessungen
Mafle in mm
7%
r } 377 0452
D .
T
68*2 Gewicht: max.0,5g
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 60 °C
Sperrspannung Ur 55 45 \'
Spitzensperrspannung Urm 70 60 \'
Richtstrom bei Urm lo 20 10 mA
Durchlaf3strom I 35 25 mA
Spitzenstrom IFm 75 75 mA
Stofispannung URS 85 75 \'
Stof3strom iFs 500 500 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 100 mW
Sperrschichttemperatur ti +100 °C
Lagertemperatur tstg —50...+100 °C
A\

010165 <>
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur

Durchlaf3spannung, If = 0,1 mA
Durchlaf3spannung, If = 10 mA
Durchlaf3spannung, I = 35mA
Sperrstrom, Up = 5V
Sperrstrom, Up = 10V
Sperrstrom, Ugr = 50V

tamb

25
0,17

13< 2
2,7

10< 20
15 < 40
60 < 250

°C

< <

nA
A
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TELEFUNKEN

Mittlere Temperaturabhéngigkeit

Ir, Ir
Ur
Ur
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TELEFUNKEN

Germanium-Golddrahtdiode.

Schaltdiode mit besonders kleinem DurchlaBwiderstand.

Abmessungen
Mafle in mm

010165

! Gewicht: max.0,5 g

°C

mA
mA
mA

mA
mW
°C
°C

—
68+2 |
Grenzdaten

bei Umgebungstemperatur tamb 25 60
Sperrspannung Ur 20 20
Spitzensperrspannung Urm 30 30
Richtstrom bei Urm lo 120 80
Durchlaf3strom If 150 100
Spitzenstrom lem 400 400
Stof3spannung URS 40 40
Stofistrom iFs 1000 1000
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 100
Sperrschichttemperatur tj +100
Lagertemperatur tstg —50...+100

7

<HD
AV 4
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur

Durchlaf3spannung, I = 10 mA
DurchlaBBspannung, Ir = 100 mA
Durchlaf3spannung, I = 150 mA
Sperrstrom, Up = 1,5V
Sperrstrom, Ug = 10V
Sperrstrom, Up = 20V
Differentieller DurchlafSwiderstand
bei If = 100 mA

Differentieller Sperrwiderstand
bei Ur = 0,75V, tamb = 45°C

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur

Sperrschichtkapazitat
bei Ur =1V, f =1MHz

144

tamb

tamb

Cr

25

0,35
0,55 <075

06

1
3< 2

5
2< 3
= 400

25
27 < 8

°C
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kQ

°C
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TELEFUNKEN

OA 182 Germanium-Kleinfldchendiode
mit groBem DurchlaB-Sperrstromverhiiltnis.
Universaldiode mit hoher Sperrspannung.
Abmessungen
MafBle in mm
7
l‘ 26 ] 05 ]
- £
1
6815 Gewicht: max. 0,3 g
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 60 °C
Sperrspannung Ur 80 80 \'
Spitzensperrspannung Urm 100 100 \'
Richtstrom bei Urm lo 150 75 mA
Durchlaf3strom Ir 150 75 mA
Spitzenstrom IEm 500 500 mA
Stoflspannung URS 100 100 \'
Stof3strom iFs 1000 1000 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 100 mW
Sperrschichttemperatur t +100 °C
Lagertemperatur tsig —50... +100 °C
74

010165 <@§>
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb 25
DurchlaBspannung, I = 1mA Ur 0,22
Durchlaf3spannung, I = 10mA Ur 0,35 <0,45
Durchla3spannung, If = 100 mA Ur 0,55 <0,85
Sperrstrom, Up = 1,5V IR 2
Sperrstrom, Up = 10V IR 25< 6
Sperrstrom, Ug = 50V IR 4 < 9
Sperrstrom, Ur = 80V IR 5

Dynamische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb 25

Sperrschichtkapazitét Cr I< 6
bei Ur =1V, f = 10 MHz

< <
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TELEFUNKEN

Germanium-Kleinfldchendioden-Quartett in Kunststoff eingebettet.
Die Dioden sind als Graetzbriicke zusammengeschaltet.
Abmessungen
MafBle in mm
(20 —
70 "
S A ! . ¥
+ . ~ S
be ~ O N4 =
T — ¥ 1 Y
- 66 — -7+ Gewicht: max.2 g
Prinzipschaltbild
~ +
Ot
- - 0 -
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 60 °C
Sperrspannung Ur 65 60 v
Spitzensperrspannung Urm 70 70 \'
Richtstrom bei Upm lo 150 75 mA
Durchlaf3strom Ig 120 70 mA
Spitzenstrom 1) 500 500 mA
Stof3spannung URS 70 70 \'/
Stof3strom iFs 1000 1000 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 100 mW
Sperrschichttemperatur ti +100 °C
Gehdusetemperatur tcase 480 °oC
Lagertemperatur tstg —-50...+80 °C
A\

110164 <>

722222224



TELEFUNKEN

Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25
Richtspannung Uo 53 > 50
beib0V, f = 50 Hz
Richtstrom lo 3> 25

bei 4V, f = 50Hz

Schaltung zum Messen der Richtspannung Uo

0A 1828

60V~

f=50/7’z +

Yy =53> 50
10kR2
o Riinstr, = 50 kR2

Schaltung zum Messen des Richtstromes lo

0A 7182 B

Tk$2

4V~ — O

f=504z

@ L,=3>25mA
O

156
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TELEFUNKEN

Abmessungen

Maf3e in mm

+70»l
s

2

Germanium-Kleinfléichendioden-Quartett in einem Kunststoffgehduse.

Die Dioden sind fiir Modulatoren und Demodulatoren in Ringschaltung angeordnet.

7

min. 66

Prinzipschaltbild

lo—tgd—oz
L}

]o—E:-_——o-—oz

Grenzdaten

bei Umgebungstemperatur

Sperrspannung
Spitzensperrspannung
Richtstrom bei Ugm
Durchlaf3strom
Spitzenstrom

Verlustleistung bei tamb = 45°C
Sperrschichttemperatur
Gehé&usetemperatur
Lagertemperatur

10164

fcase

"stg

Gewicht: max.2 g

25 60 °C
70 65 v
75 70 v
100 85 mA
50 30 mA
150 100 mA
100 mW
+100 °C
+80 °C
—50...+80 °C

WH900090090009500900990099595.



TELEFUNKEN

Statische Kenndaten fir Einzeldiode

bei Umgebungstemperatur tamb 25 °C
Durchlaf3spannung, If = 10mA Ur 0,35 v
Durchlaspannung, If = 100 mA Ur 055 < 1 \
Sperrstrom, Ugr = 10V Ir 25 < 55 nA
Sperrstrom, Ugp = 30V Ir 4 < 10 pA

Dynamische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb 25 °C
Tragerrestddmpfung = 55 Neper
Symmetrie
Differenz des Pegels beim Umpolen der Mef3spannung <003 Neper
RC-Generator 7 o a2 Jektiy
- selektiver
i =T1502 | OAT8ZR Pegelmesser

f=3kHz | 7 7] 2002

15/ o

+

Schaltung zum Messen der Symmetrie

158 Y



TELEFUNKEN

Silizium-Kapazitéts-Variations-Diode.

Fir avtomatische Nachstimmschaltungen.

Abmessungen
Mafle in mm

! Gewicht max.0,3 g

mW
°C
°C

°C
nA
pF

nH

7‘]
cn__f £
68+15
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 25
Spitzensperrspannung Urm 25
Verlustleistung bei taqmb = 45°C Pv 250
Sperrschichttemperatur ti +175
Lagertemperatur tsig —50...+175
Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25
Sperrstrom, Ur=10V IR 10 < 100
Diodenkapazitdt, Ur =10V C 15(10...25)
Bahnwiderstand, Ur =10V b 2< 3
Zuleitungs-Induktivitat L 7
Jip
NEN
010165 ¥
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TELEFUNKEN

80

TELEFUNKEN
pf R6/V-B2117 R

70

--
-

60

40

30 L -

>~

® -

lp————»

Spannungsabhéngigkeit der Kapazitat

Cr = f(Ur)
f = 30 MHz
tamb = 25°C
AN

160




TELEFUNKEN

Silizium-Kapazitéts-Variations-Diode.

Fir automatische Nachstimmschaltung

besonders in VHF- und UHF-Tunern fiir Fernsehgeriéite.

Abmessungen
Mafle in mm

7
" | I 2,6¢ 0,5¢
/

—
68+15 '
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 30
Spitzensperrspannung Urm 30
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 250
Sperrschichttemperatur t +150
Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25
Durchlaf3spannung, I = 60 mA Ur 085 < 09
Sperrstrom, Ur=10V IR 3< 25
Diodenkapazitdt, Ur= 2V, f =30 MHz C 10 (8..12)
Serienwiderstand, Ur= 2V, f =30 MHz Rs 09< 2
Zuleitungs-Induktivit&t L 5
am Gehduse gemessen
Gite, Ur =2V, f = 30 MHz Q 600

— il Ersatzschaltbild
R, L ¢

S

10165

, Gewicht max.0,3 g

mW
°C

°C

nA
pF

nH

AN
(T

N

161
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TELEFUNKEN

78 TELEFUNKEN
ﬂF R3/V-B 2109 R
1 [‘\
% “
\\
12
-\\ A
10 \ ~
C, \ ~
T 8 NING [ S
N . [ Py
§ ~ e
4 ‘—--- — e ﬁ
2
0 10 20 30 40V
Up ————
Spannungsabhdngigkeit der Kapazitét
Cr = f (U
f = 100 MHz
iqmb = 25 °C
—— Mittelwert - —— - Streuwerte
7104 TELEFUNKEN|
R&6/V-B 2404 R|
1’03 UR =2V
102 /‘/
,/ —T% =
101 —
Crnorm P
’
/'/
099
A
L~
098 o
=2 0 20 40 60 80 100 120 C
tompy——>

Temperaturabhéngigkeit der Kapazitét normiert auf 25°C
Ctnorm = f (famb)

f = 30 MHz
Ur = Parameter
AN\
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TELEFUNKEN

Silizium-Kapazitits-Variations-Diode
fir automatische Nachstimmschaltungen in UKW-Tunern.

Abmessungen
Maf3e in mm

Gewicht: max.03 g

20
20

250
+150

25

085 < 09

< 50

55(45...65)
0,5
5

[\

25
190

mW
°C

°C

nA
pF

nH

aD— Z
- f
68+75
Grenzdaten
Sperrspannung Ur
Spitzensperrspannung Urm
Verlustleistung bei tamp = 45°C Py
Sperrschichttemperatur t
Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb
DurchlaBBspannung, I = 60 mA Ur
Sperrstrom, Ur=10V IR
Diodenkapazitdt, Ur= 2V, f = 30 MHz C
Serienwiderstand, Ur= 2V, f = 30 MHz Rs
Zuleitungs-Induktivitat am Gehéuse gemessen L
Durchbruchsspannung, 0,1 mA Uz
Giite, Ur = 2V, f = 30 MHz Q
210165 i'ilﬁ

163
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TELEFUNKEN

Crnorm

80 \ TELEFUNKEN|
IDF R&/V-B 2366 R
70 L\
\\\
so PAN
VAN <
50 Ad \
~
w0 \\ N~ T~ ~
N - —
~ [ — T~ — b
30 i — —
20 mT- . ] ™ cme| g
70
0 0 20 3o0v
Up —>
Spannungsabhdngigkeit der Kapazitét
Cr = f (Ug)
f = 30 MHz
tamb = 25 OC
7,04 TELEFUNKEN
R6/V-B 2405 R
103 -
Up =2/
102 /,/
-~ —T
101 e
i
10 é/
7
/7
099
/
098 .
=20 0 20 40 60 80 100 120 °C
(27—
Temperaturabhéngigkeit der Kapazit&t normiert auf 25°C
Crnorm = f (tamb)
f = 30 MHz
Ur = Parameter

7N
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TELEFUNKEN

Abmessungen

Mafle in mm

Vorlédufige technische Daten

Silizium-Kleinfliichendiode im Metallgehduse,

Universaldiode mit hoher Sperrspannung.

010164

-
:;
Kathode
iy
36 { 75 36 Gewicht:
87 max.1g
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 500 \
Spitzensperrspannung Urm 500 v
Durchlaf3strom IF 200 mA
Spitzenstrom lem 500 mA
Verlustleistung bei taqmb = 45°C Py 400 mW
Sperrschichttemperatur t +150 °C
Lagertemperatur tstg —50...+150 ©°C
Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb 25 °C
Durchlaf3spannung, I = 100 mA Ur 086 < 1 v
Sperrstrom, Ur= 10V IR 5 <1000 nA
Sperrstrom, Ur = 450V IR 10 <2500 nA
Warmewiderstand Rihu <026 °C/mW

165
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TELEFUNKEN

Vorléufige technische Daten

Silizium-Kleinflachendiode im Metallgehduse,

Universaldiode mit hoher Sperrspannung.

Abmessungen
Mafle in mm

L1

Gewicht:
max.1g

mA
mA

mW
°C
°C

°C

nA
nA
°C/mW

Kalhode
36 ‘ 75 36
87
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 650
Spitzensperrspannung Urm 650
Durchlaf3strom I 200
Spitzenstrom IrM 500
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 400
Sperrschichttemperatur tj +150
Lagertemperatur tstg —50... +150
Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25
Durchla3spannung, If = 100 mA Ur 087 < 1
Sperrstrom, Ur= 10V Ir 6 <1000
Sperrstrom, Ur =600V IR 20 < 4000
Warmewiderstand Rihu < 026
74
010165 <>

167
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Vorldufige technische Daten

Silizium-Kleinflichendiode im Metallgehduse,

Universaldiode mit hoher Sperrspannung.

Abmessungen
Mafle in mm

LT

Kalhode
36 | 75 36 Gewicht:
87 max.1g
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 800 \
Spitzensperrspannung Urm 800 \'
Durchlaf3strom I 200 mA
Spitzenstrom lrm 500 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 400 mW
Sperrschichttemperatur ti +150 °C
Lagertemperatur tstg —50..+150 ©°C
Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 °C
DurchlaBspannung, I = 100 mA Ur 088 1 V
Sperrstrom, Ur= 10V IR 7 <1000 nA
Sperrstrom, Ur =700V IR 75 <6000 nA
Waérmewiderstand Rihu <02  °C/mW
4>
QJESN >
010165 \ V4
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TELEFUNKEN

Diffundierte Silizium-Diode

mit geringer Sperrschichtkapazitit und kleinem differentiellen DurchlaBwiderstand.
Die Diode ist besonders zum kontaktlosen Schalten von HF-Signalen geeignet.
Vorléufige technische Daten

Abmessungen
Mafle in mm

7
2,6¢ 0,5¢
/
:"—f

Gewicht: max.0,3 g

b 6875
Grenzdaten
Sperrspannung Ur 35 \'
Spitzensperrspannung Urm 35 \'
Durchlaf3strom If 200 mA
Verlustleistung bei tamb = 25°C Py 250 mW
Sperrschichttemperatur ti 175 °C
Lagertemperatur tstg —55..+175 °C
Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 °C
Durchlaf3spannung, I = 200 mA Ur < 1 \Y
Sperrstrom, Ur= 35V IR < 100 nA
Sperrstrom, Ur= 35V IR < 50 pA
tamb = 150 °C
Kapazitat, Ur= 10V C 0,8 pF
Differentieller Durchlaf3widerstand rf 4..6 Q
Ir = 10mA
di>
QEUN[>
010165 V4 71

Y999




TELEFUNKEN

172

75 TELEFUNKEN
R&/V-B 2409 R
2
| |
]
1
\
10 \‘
\
\ \\
4 L\
5 <
AN NG >
‘\‘\\ ~ —~—
~\.\ ~__ ~~§__-_
s B e : 1
0 10 20 30 40

Ig—»
Stromabhdngigkeit des differentiellen Durchlaf3widerstandes

re = f (I
tamb = 25 °C

50mA




g
&
FUNKEN 5 - 4 _
250 ta= 0 T]| [25% 10 e
mA T nA
I 6
i I ‘
! 7
I 2 r/ 0,
200 i ’// ta[nb"oo 0
LA
I | 0° ===
! [ {E>
S| &I d
T , 4
150 —— |
| | .' 2
| T
! 2
, L,
IF i 1 IR 108
T §
100 ——
. | 4 L7 120
’ ; 2 z"” y
I i | < /, o
I ¥ o Atoms=25C
50 : . h H 8
R 1] § EREE=S o L7
| RV a useii et
L | I / 2 [ Lr0T i
1‘ 1 4 / e / "
- — °
03 04 05 06 07 08 09 10 IV 0 10 20 30 4 50 6ov
U,c — UR -
Durchla3kennlinie Sperrkennlinie
IR = f (Up) Ir = f (Uf)
tamb = Parameter tamb = Parameter
a3

NIXNNd4311l

L9 Avd




TELEFUNKEN

; S
pF
S N ]
T 2
o N\
A
1 .
N.‘
0 10 20 30 4V
Up —

Spannungsabhdngigkeit der Kapazitét

Cr = f (Up)
f = 1 MHz
tamb = 25°C

174 7



TELEFUNKEN

Diffundierte Silizium-Diode
fur sehr schnelle Schalt-Anwendungen.

Abmessungen
Mafle in mm

Gewicht: max.03 g

30 Vv
30 \'
200 mA
200 mA
600 mA
1 A
200 mW
230 mW
175 °C
—55...+175 °C
< 065 °C/mW

7

l‘ I 2,6¢ 0,555

cn_7 <

68£75

Grenzdaten
Sperrspannung Ur
Spitzensperrspannung Urm
Richtstrom lo
Durchlaf3strom If
Spitzenstrom Irm
Stof3strom, (< 1 ms) irs
Verlustleistung
boi "qmb = 45 OC PV
bei tomb < 25°C Py
Sperrschichttemperatur ti
Lageitemperatur tstg
Waérmewiderstand Rthu
qa>
QJEUN >
010165 N\
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BAY 68

TELEFUNKEN

Kenndaten

Durchlaf3spannung, I = 100 mA
Sperrstrom, Ur= 30V
Sperrstrom,
Kapazitat, Ug =0V, f = 1 MHz
Rickwaértserholungszeit

beim Schalten von ¢ = 10 mA auf

IR =10mA, RL = 100Q

gemessen bei ir = 1 mA
Rickwadrtserholungszeit

beim Schalten von Ig = 10 mA auf

Ur=6V, RL=100Q

gemessen beiip = 1 mA

176

bei tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

UR = 30 V, tamb = ]50°C

Ir

IAN AN A TA

—

100
100

[ p—
o N

nA

pF
ns

ns




LLL

§91020

10° e

JNREN
In A [R&/V-B 2411
6 II
4 AW |
tams = 100 C
: [
25
10?
; ISy
§ /
4 / /

~
N~

[/

100 /

03 04 05 06 07 08 09 10 11V
Up——

Durchlaf3kennlinie

Ir = f (Ug)
tamb = Parameter

TELEFUNKE
V.8 24138

tﬂmb= 100 C=-

-

20 30 40

Sperrkennlinie

f (Ug)
Parameter

IR
tamb

50V

NIXNMNd3T731

89 AVE



BAY 68 TELEFUNKEN

10 TELEFUNKEN
oF R&/V-B 2415 R
5
br
N
\\\
0 0 20. 30 40 s50v

bp———»
Spannungsabhd&ngigkeit der Kapazitét

Cr = f (Ur)
f 1 MHz
tamb 25°C

178 N
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§910€0

10° e —
m A Ra/v-B 2417 Jl/l 1>
6 7 U,:'0,9V
. 7
- /
2 A 08/
vd “
P
702 y.
8 7’
5 07V
4 A
A Va
2 4/ //
A //
701 IA/
8 ] —
§ v
4
//
2
10°
=40 -20 0 20 40 60 80 w0 T

tamb >

Temperaturabhéngigkeit des Durchlaf3stromes

|F = f("amb)
Us = Parameter

)4
/
/g =30V
/
/!
-
/
4
(/
/
//
A
y A
4
/

=20 0 20 40 60 80 100 120°F

Temperaturabhdngigkeit des Sperrstromes

IR = f (tamb)
Ur =30V

NIXNNd373l
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TELEFUNKEN

Diffundierte Silizium-Diode
fiir sehr schnelle Schalt-Anwendungen.

Abmessungen
MafBe in mm

7
I‘ I 2,6¢ 05%
/

==
= 68+15
Grenzdaten

Sperrspannung Ur
Spitzensperrspannung UrMm
Richtstrom lo
Durchlaf3strom If
Spitzenstrom lem
Stofistrom (< 1 ms) iFs
Verlustleistung

bei tamb = 45°C Py

bei tamb < 25°C Pv
Sperrschichttemperatur f
Lagertemperatur tstg
Waérmewiderstand Rihu

Gewicht: max.03 g

50 A
50 \'
200 mA
200 mA
600 mA
1 A
200 mW
230 mW
175 °C
—55..+175 °C
< 065 °C/mW

o @

181
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TELEFUNKEN

Kenndaten

bei tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Durchlafspannung, I = 100 mA
Sperrstrom, Ur= 50V
Sperrstrom, Ur= 50V, tamb = 150°C

Kapazitt, Ur =0V, f = 1 MHz
Rickwértserholungszeit
beim Schalten von I[f = 10 mA auf
IR=10mA, RL = 100Q
gemessen beiip = 1 mA
Rickwartserholungszeit
beim Schalten von If = 10 mA auf
Ur=6V, RL=100Q

gemessen beiir = 1 mA

A A TA A TIA

A

100
100
12
10

nA
A

pF
ns

ns
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§91020

iap—
mAL
/
b 7
4 JAN |
tam=100C) |/
2 /
25
102
5 /o]
6 l 7
4
/
2
10’ /
8
/
6 / /
4 ' /
: / /
: iy,
03 04 05 06 07 08 09 10

UF—‘»

Durchla3kennlinie

tamb

f (Ug)
Parameter

I

ELEFUNKEN]
-8 2414 R
/] A
//
- tamb = 700 oc
Bad
P
7/
P d A
P
20 :
1 T L/
- — o,
P LA tamo - 25 C
b e
/I T A
1 -
y, d
7 6 P
A
4 L Lo 2
77
Pt
1
v

10 20 30 40 50 60V
Uh——>»

Sperrkennlinie

f (Ur)
Parameter

Ir
tamb

NIXNNMN4d3T3l
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10

pF 6/V-
5
~
™~
\\\
0 10 20 30 40 50v

g ——
Spannungsabhéngigkeit der Kapazitdt

Cr
f
tamb

f (Ug)
1 MHz
25°C

mnn
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§910€0

g8l

103 peromees — 10* T
mAE- j/)]/ ”A V-8 2419R
=097 §
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4
e < 2
, " 08/
3 /
> 10 ys
A / 8 / —
Up=50V ]
w2t L i // o
8 7 7 /
6 //0,7V 2 /
A /
¢ d 2 /
I » / [
F , ) / / lR z II
v vV /
/] /
// ‘ /
0’ A 2
8 7
5 7 i y.
B y A
4 I3 /A
g 4
//
2
217
1° . 10°
=40 =20 0 20 40 60 80 w00 1207 =20 0 20 40 60 80 100 7120°C
tomp—— tomp ————
Mittlere Temperaturabhdngigkeit des Durchlaf3stromes Mittlere Temperaturabhéngigkeit des Sperrstromes
If = f (famb) IR = f (fumb)
Ur = Parameter Ur =50V

NIXNMN4d3T73l
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TELEFUNKEN

Gewicht: max.0,3 g

30
30

250
+175

—=55.. +175
0,6

mW
°C

°C/mW

Diffundierte Silizium-Kapazitats-Variations-Diode
fiirr Nachstimm- und Abstimmschaltungen.
Vorldufige technische Daten
Abmessungen
Mafle in mm
7
l 26% 05?
/
1
-~ 68+715
Grenzdaten
Sperrspannung Ur
Spitzensperrspannung Urm
Verlustleistung tamb = 25°C Py
Sperrschichttemperatur ti
Lagertemperatur tstg
Waérmewiderstand Rihu
>
QHETIW,
010165 T
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[BAY70] TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Durchlaf3spannung, I = 60 mA Ur <10 \',
Sperrstrom, Ur= 10V IR < 25 nA
Sperrstrom, Ur = 10V, tamb = 150°C  Ig < 25 pA
Durchbruchspannung, Igr = 0,1 mA Uz = 30 \'
Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 °C
Sperrschichtkapazitat, Up = 2V, f = 30 MHz C 4..6 pF
Serienwiderstand, Ur =2V, f =30 MHz Rs 1.5 Q
Zyleitungs-Induktivit&t L 5 nH
gemessen an den Anschluf3drdhten
2 mm vom Gehéuse entfernt
Serienresonanzfrequenz fr 1 GHz
Gite: Ur= 2V, f= 30MHz Q 700
Ur=30V, f= 30MHz Q 1600
Ur= 2V, f=200MHz Q 100
Ur= 2V, f=500MHz Q 42
Kapazitétsverhdéltnis C:C, 34:1
Cy bei U= 0V
C, bei U; =30V
Gleichlauffehler fir C = f (Ur) +3 %

A\
<EED
N\
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TELEFUNKEN

o

N W RN B e N ® ondy

~

5

Spannungsabhdngigkeit der Kapazitat

Cr
f

tamb

020165

f (Ur)
30 MHz
25°C

]

TELEFUNKEN
RG/V-B 2367 R|
L\
\—
ks
\
AN
\
\ ~
S
\‘ el
— ‘\‘ T - ———
~ | — ——
N —— e —
10 20 30V
Up >

189

P20 00V IIVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN



TELEFUNKEN

7/04 TELEFUNKEN
R&/V-B 2406 R

103

102

\ |\

101

10 /é

099

G Tnorm

0'%0 0 20 40 60 80 100 120°C

tomp———>

Temperaturabhdngigkeit der Kapazitét normiert auf 25°C

Crnorm = f('amb)
f = 30 MHz

Ur Parameter
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TELEFUNKEN [szv14...82v21]

Silizium-Leistungs-Zener-Diode im Metallgehduse.
Fir die Erzeugung stabilisierter Bezugsspannungen zur Spannungsbegrenzung bei
mittleren Stromen. Das Metallgehduse hat auf der Kathodenseite einen Schraub-
stutzen mit M 3-Gewinde zur Befestigung auf einem Kishiblech.
Abmessungen
Mafle in mm
W55
L ms
Kathode
Nl
36 - 25 36 Gewicht:
92 max.1g
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 °C
Zenerstrom Iz Py/Uz
Zenerspitzenstrom iZM 500 mA
Durchlaf3strom I¢ 300 mA
Durchlaf3spitzenstrom lem 500 mA
Wérmewiderstand
in ruhender Luft Rithu < 026 °C/mW
mit Kihlblech 100X 100X2 mm Aluminium Rih < 0,03 °C/mW
Verlustleistung
bei tamb = 45°C Py 0,4 w
mit Kihlblech 100X 100X2 mm Aluminium Py 35 w
Sperrschichttemperatur ti +150 °C
Lagertemperatur tstg —50...+150 ©°C
AN\

010164 <D
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| BZY14...BZY 21|

TELEFUNKEN

Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb 25 °C
Durchlaf3spannung Ir = 100 mA Us 086 < 1 v
BZY 14..15 Sperrstrom Ur= 1V Ir < 500 nA
BZY 16...21 Sperrstrom Up= 1V Ir = 100 nA

beilz = 50 mA rz
Typ Uz Uz-Bereich rz Tk bii

\" Y Q %/°C Izmin = 10 MA

BZY 14 56 50.. 62 25< 5 +0,02 20
BZY 15 6,8 61..75 14< 3 +0,044 4,5
BZY 16 82 74.. 91 12< 4 +0,06 24
BZY 17 10 9,0..11,0 22 <75 +0,07 52
BZY 18 12 108..13,3 40 < 13 +0,078 88
BZY 19 15 13,2...163 75 <25 +0,084 16
BZY 20 18 16,2...20,0 12 < 40 +0,088 23
BZY 21 2 19.8...240 20 < 60 +0,091 36

Andere Nenn-Zenerspannungen und Toleranzbereiche kdnnen auf Wunsch geliefert werden.
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TELEFUNKEN  [sz214...52v21]
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TELEFUNKEN | BZY 85/C |

Silizium-Zener-Dioden im Miniatur-Glasgehduse nach internationaler Reihe E 24,
Toleranz 59/, fiir die Erzeugung stabilisierter Bezugsspannungen und zur
Spannungsstabilisierung bei kleineren Zenerstromen.

Vorldufige technische Daten

Abmessungen
Mafle in mm

7
,‘ I 2,6¢ 0,59,
Z

a4
—1
6875 Gewicht: max.0,3 g
Grenzdaten
Zenerstrom Iz Py/Uz
Zenerspitzenstrom izm 50 mA
Durchlaf3spitzenstrom [IV 300 mA
Verlustleistung bei taqmp = 45°C Py 250 mW
Sperrschichttemperatur ti +150 °C
Lagertemperatur tstg —55..+125 ©°C
Waérmewiderstand Rihu =< 04 °ClmW
A
010165 <>
\ ¥ 197
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| BZY 85/C |

TELEFUNKEN

Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tgmp = 25°C

Durchlaf3spannung bei Ir = 100 mA Ur 08 <1 \',
bei Iz =5mA Tk von Uz Ir
Typ Uz-Bereich rz %[°C bei U =1V
v Q nA
BZY 85/C 4V7 44.. 50 50 <70 —0,040 < 100
BZY 85/C 5V1 48.. 54 43 < 65 —0,025 < 100
BZY 85/C 5Vé 52.. 60 32 <55 —0,003 < 100
BZY 85/C 6V2 58.. 66 16 < 35 +0,015 < 100
BZY 85/C 6V8 64.. 72 45< 8 +0,030 < 100
BZY 85/C7V5 70.. 79 20< 7 +0,040 < 10
BZY 85/C 8V2 77 .. 87 28< 7 +0,047 < 10
BZY 85/C 9V1 85.. 96 47 <10 +0,054 < 10
BZY 85/C 10 94..10,6 70< 15 +0,059 < 10
BZY 85/C 11 104..11,6 10,5 < 20 +0,063 < 10
BZY 85/C 12 11,4..128 15 < 25 +0,066 £ 10
BZY 85/C 13 12,5...14,0 20 < 30 +0,068 £ 10
BZY 85/C 15 138...155 25 < 35 +0,070 < 10
BZY 85/C 16 153..17,0 30 < 40 +0,071 £ 10
BZY 85/C 18 16,8...19,0 35< 45 +0,072 < 10
BZY 85/C 20 18,8...21,0 40 < 50 +0,073 £ 10
A\
<HD>
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TELEFUNKEN [ BZY 85/D |

Silizium-Zener-Dioden im Miniatur-Glasgehéuse nach internationaler Reihe E 12,
Toleranz 109/, fir die Erzeugung stabilisierter Bezugsspannungen und zur
Spannungsstabilisierung bei kleinen Zenerstromen.

Vorléufige technische Daten

Abmessungen
Mafle in mm

7
r I |2/6¢ 05%
Z
=

D
68+15 Gewicht: max.03 g
Grenzdaten
Zenerstrom Iz Py/Uz
Zenerspitzenstrom iZM 50 mA
Durchlaf3spitzenstrom IFrm 300 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 250 mW
Sperrschichttemperatur ti +150 °C
Lagertemperatur tstg —55..+125 °C
Waérmewiderstand Rithu <04 °C/mW
AN

N
010165 <E§g.»/
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| BZY85/D |

TELEFUNKEN

Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamp = 25°C

Durchlaflspannung bei [ = 100 mA Ur 08 <1 \'
bei Iz = 5mA Tk von Uz IR
Typ Uz-Bereich rz %1°C bei U =1V

v Q nA
BZY 85/D 4V7 41.. 52 50 < 80 —0,040 < 100
BZY 85/D 5Vé 50.. 63 32 <460 —0,003 < 100
BZY 85/D 6V8 60.. 75 45 <18 +0,030 < 100
BZY 85/D 8V2 73.. 92 28 < 8 +0,047 < 10
BZY 85/D 10 88..11,0 70 <17 +0,059 <10
BZY 85/D 12 10,7 ...13,4 15 < 30 +0,086 < 10
BZY 85/D 15 130..16,5 25 < 40 +0,070 < 10
BZY 85/D 18 16,0...20,0 35 < 50 +0,072 < 10

7N

ED
200 AV 4




TELEFUNKEN

Silizium-Diode im Miniaturgehduse.

Abmessungen
Mafie in mm

010165

kleiner stabilisierter Bezugsspannungen und zur Spannungsbegrenzung.

7
l‘ | 26% 0s?
41_5 <
68%15
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25
Durchlaf3strom Ig 150
Spitzenstrom IFM 250
Sperrspannung Ur 2
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 200
Sperrschichttemperatur ti +150
Lagertemperatur tstg —50... +150
Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25
Durchlaf3spannung, If = 5mA Uz 0,65...0,75
Durchlaf3widerstand, I = 5mA rf < 8
Durchlaf3spannung, I = 100 mA Ur < 1
Sperrstrom, Ur= 2V IR < 1

Die Diode wird in DurchlaBrichtung betrieben. Sie eignet sich fiir die Erzeugung

! Gewicht: max. 0,3 g

°C
mA
mA

mW
°C
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TELEFUNKEN [0A124/5.126/18]

Silizium-Zener-Dioden im Miniaturgehduse.

Fiir die Erzeugung stabilisierter Bezugsspannungen
und zur Spannungsbegrenzung beikleineren Zenerstromen.

Abmessungen
Mafle in mm

7-‘

r 2/6¢ 0'5!3

- 4
1

6815 Gewicht: max. 0,3 g
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 °C
Zenerstrom Iz Py/Uz
Zenerspitzenstrom iZM 50 mA
Durchlaf3strom I 150 mA
Durchlaf3spitzenstrom Iem 250 mA
Waérmewiderstand Rihu =05 °C/mW
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 250 mW
Sperrschichttemperatur ti +175 °C
Lagertemperatur tstg —50..+175 °C
A\

010165 <@>

\V4 203




[OA126/5...126/18]

TELEFUNKEN

204

Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 °C
Durchlaf3spannung Ir = 100 mA Ur 08 < 1 \'
OA 126/5..6 Sperrstrom Upr= 1V IR < 100 nA
OA 126/7...18 Sperrstrom Ur= 1V Ir 10 nA
Uz Uz-Bereich rz Tk
Typ \' A" Q . %]°C
beilz =3 mA bei Iz =5 mA

OA 126/5 5 44.. 56 45 -0,03
OA 126/6 6 54.. 66 27 +0,01
OA 1267 7 64.. 76 4,5 0,033
OA 126/8 8 74.. 86 2,6 10,046
OA 126/9 9 84.. 96 44 +0,054
OA 126/10 10 94..106 7 +0,06
OA 126/11 n 104..11,6 10,5 40,064
OA 126/12 12 114..126 15 +0,067
OA 126/14 14 12,4..16,1 22 +0,071
OA 126/18 18 15,9 ...20,1 35 +0,074

Zenerwiderstand rz
Typ beilz = 1 mA beilz = 3 mA beilz = 10 mA

Q Q Q

OA 126/5 600 105 < 130 15,5
OA 126/6 300 60 < 110 10,5
OA 1267 50 9< 25 14
OA 126/8 7 35< 7 16
OA 126/9 14 65 < 1 28
OA 126/10 22 10< 25 43
OA 126/11 33 15 < 40 6,4
OA 126/12 45 21 < 5 9
OA 126/14 70 2< 70 13,5
OA 126/18 110 50 < 80 21

A\
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TELEFUNKEN
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mnien

Kennl

Iz = f(Uz)
tamb = 25°C
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Temperatur-Koéffizient der Zener-Spannung
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TELEFUNKEN

Silizium-Kleinflichendiode.
Universaldiode mit kleiner Sperrspannung.
Abmessungen
Mafle in mm
7
[ yzer os?
D <
1
} 68+715 Gewicht: max. 0,3 g
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 100 °C
Sperrspannung Ur 19 18 V
Spitzensperrspannung Urm 19 18 V
Durchlaf3strom I 150 50 mA
Spitzenstrom Irm 250 100 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 250 mW
Sperrschichttemperatur t; +175 °C
Lagertemperatur tstg —50... +175 °C
Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 °C
Durchlaf3spannung, I = 50mA Ur 084 < 1,1 v
Sperrstrom, lia =10V IR 1 <100 nA
Sperrstrom, Ur =18V IR 2,5 < 500 nA
Waéarmewiderstand Rihu < 05 °C/mW
Sperrschichtkapazitét, U = 10V Cr 15 pF
AN

010164 E(“Iﬁ
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TELEFUNKEN

Silizium-Kleinfldchendiode.

Universaldiode mit kleiner Sperrspannung.

Abmessungen

Mafle in mm

10164

7
] e g
an— <
T
6875 Gewicht: max. 0,3 g
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 100 °C
Sperrspannung Ur 35 3 V
Spitzensperrspannung Urm 35 30 V
Durchlaf3strom 13 150 50 mA
Spitzenstrom Irm 250 100 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 250 mW
Sperrschichttemperatur ti +175 °C
Lagertemperatur tstg —50...+175 °C
Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 °cC
Durchlaf3spannung, I = 50 mA Ur 084 < 1,1 v
Sperrstrom, Ur=10V IR 1 <100 nA
Sperrstrom, Ur=30V IR 3 < 500 nA
Waérmewiderstand Rihu < 05 °C/mW
Sperrschichtkapazitat, Ugp = 10V Cr 10 pF
<D
AV 4 21
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TELEFUNKEN

Silizium-Kleinflachendiode.

Abmessungen

Mafle in mm

Universaldiode mit mittlerer Sperrspannung.

10165

100

70
70

100

Gewicht: max.0,3 g

°C

mA
mA

mW
°C

°C

nA
nA
°C/mW
pF

68+15
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25
Sperrspannung Ur 75
Spitzensperrspannung Urm 75
Durchlaf3strom Ig 150
Spitzenstrom Irm 250
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 250
Sperrschichttemperatur ti +175
Lagertemperatur tsig —50... +175
Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25
DurchlaBBspannung, I = 50 mA Ur 084 < 1,1
Sperrstrom, Ur=10V IR 2 < 100
Sperrstrom, Ur=65V IR 6 < 500
Warmewiderstand Rihu < 05
Sperrschichtkapazitat, Up = 10V Cr 10
A\
<D
Y
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TELEFUNKEN

Silizium-Kleinflachendiode.

Universaldiode mit mittlerer Sperrspannung.

Abmessungen
Mafle in mm

7

r | 262 052

(-_f £

68+75

Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25
Sperrspannung Ur 135
Spitzensperrspannung Urm 135
Durchlaf3strom Ig 150
Spitzenstrom lrm 250
Verlustleistung bei tamb = 45°C | 2% 250
Sperrschichttemperatur ti +175
Lagertemperatur tstg —50...+175
Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25
Durchlaf3spannung, I = 50mA  Uf 084 < 11
Sperrstrom, Ur= 10V IR 4 < 100
Sperrstrom, Ur =120V IR 15 < 500
Warmewiderstand Rihu < 05
Sperrschichtkapazitat, U = 10V Cr 5
AN

010165

100

120
120

100

Gewicht: max.0,3 g

°C

mA
mA

mW

°C

°C

nA
nA
°C/mW
pF
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TELEFUNKEN

Silizium-Kleinfldchendiode.

Universaldiode mit hoher Sperrspannung.

Abmessungen

Mafle in mm

010165

Gewicht: max. 0,3 g

°C

<

mA
mA

mW
°C
°C

°C

nA
nA
°C/mW
pF

7
I‘ I 26 ] 05 ]
- .
1
6815
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 100
Sperrspannung Ur 230 200
Spitzensperrspannung Urm 230 200
Durchlaf3strom If 150 50
Spitzenstrom Irm 250 100
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 250
Sperrschichttemperatur t +175
Lagertemperatur tsig —50... +175
Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25
Durchlaf3spannung, I = 50mA  Uf 084 < 1,1
Sperrstrom, Ur= 10V Ir 6 < 500
Sperrstrom, Ur =200V Ir 40 <1000
Warmewiderstand Rihu < 05
Sperrschichtkapazitdt, Ug = 10V Cr 5
<ED
AV 4
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TELEFUNKEN

Silizium-Kleinflachendiode.

Universaldiode mit hoher Sperrspannung.

Abmessungen
Mafle in mm

010165

7
]y es”
a— <
' ]
68+715 .| Gewicht: max.0,3 g
Grenzdaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 100 °C
Sperrspannung Ur 320 280 V
Spitzensperrspannung Urm 320 280 V
Durchlaf3strom I 150 50 mA
Spitzenstrom IFrm 250 100 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Py 250 mW
Sperrschichttemperatur ti +175 °C
Lagertemperatur tstg —50...+175 °C
Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb 25 °C
Durchlafspannung, I = 50mA  Uf 084 < 1,1 v
Sperrstrom, Ur= 10V IR 8 < 750 nA
Sperrstrom, Ur=280V IR 50 <1500 nA
Warmewiderstand Rihu < 05 °C/mW
Sperrschichtkapazitat Cr 5 pF
A2\
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